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【はじめに】我々は有機トランジスタにおいて、分子パッキング構造と電荷輸送特性の相関性に

ついて研究を行っている。これまでに、チエノキノイド誘導体 QQT(CN)4 の針結晶[1]の分子パッ

キング構造(Fig.1)と電荷輸送特性などを報告してきた。また、電荷輸送特性の向上のために、配

向制御の重要性は広く知られており、我々も、Polytetrafluoroethylene (PTFE)

配向膜を利用した移動度増大と異方性付与を報告してきた[2]。今回、配向膜

を使用することなく QQT(CN)4 薄膜を直接ラビングすることで、配向様態

が大きく変化し、光学・電荷輸送特性の異方性が確認されたので報告する。 

【実験】合成石英基板上に QQT(CN)4のスピンコート膜を作製し、0.5 kg/cm2、

1 mm/sec.の条件でラビングした。薄膜の配向状態を X線回折などで解析し

た。同様の配向条件でトランジスタを作製した。チャネル方向をラビング方

向に対して変化させ、電荷輸送特性の異方性を検討した。 

【結果】X線回折の結果(Fig. 2)、 (001)面に対応するピークの出現

が、ラビングによりOut-of-plane測定から In-plane測定に変わった。

すなわち、(001)面が基板に平行である Edge-on 配向がラビングで

Face-on配向に変換された。同時に(001)面がラビング方向と平行に

配向していた。このような室温での直接ラビングによる配向は、

極めてユニークな現象である。また、ホール移動度はチャネル方

向とラビング方向が平行な時に高く、その異方性は 100 を超える

高い値であった。 
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Fig.1 Molecular 
packing structure 
of QQT(CN)4.  

 

Fig.2 (a) Out-of-plane 
(before rubbing) and (b) 
in-plane (after rubbing) 
XRD profiles in the 
QQT(CN)4 film.  
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